Zenerova dioda

Rika se ji také stabilizagni dioda. Schematicka znacka: Aﬁi

Zeneruy jev:

Ma-li dioda velmi tenky pifechod PN,vznika pii piisobeni napéti ve zpétném

sméru v jeji tenké vyprazdnéné oblasti tak velka intenzita elektrostatického

pole,ze dochézi k vytrhavani elektronl z vazeb krystalové miizky.Pocet

minoritnich nosicli ndboje velmi vzroste,coz se projevi ristem zpétného proudu

diody témér pii stalém napéti.Pritom se odpor diody zmensi z nékolika set

megaohmu na nékolik desitek az jednotek ohm.

Lavinova ionizace:

Pti zvétSovani tlousStky prechodu zenerovo napéti postupné stoupa .Zaroven se

vSak objevuje dalsi jev zvétSujici proud ve zpétném sméru .Elektrony ziskavaji

pii prichodu pfechodem zna¢nou energii.

Je-li pfechod Siroky,je velka pravdépodobnost,ze letici elektron narazi ve

vyprazdnéné oblasti na jiny elektron a uvolni ho z vazby. Oba elektrony jsou

nadale urychlovany a béhem své cesty uvolni ndrazem dalsi elektrony,ty
podobnym zplisobem opét dalsi.Nastane

) Tm_ms_g lavinova ionizace v oblasti ptechodu
,projevujici se podobnymi vlastnostmi
2 jako Zenerav jev.
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Zenerlv jev se uplatiiuje v tenkych ptfechodech.Zacina piisobit pii napéti asi 3V
a v disledku zvétSovani Sitky prechodu pii napéti asi 6V postupné mizi a je
plynule vystiidan jevem lavinovym.

Oba jevy se z hlediska stabilizace napéti projevuji stejnym zptsobem.
Stabilizacni dioda ma v pfimém sméru stejny prabéh charakteristiky jako bézna
usmérnujici dioda. Zeneriiv pruraz i lavinovy pruraz je nedestruktivni, ale kdyby
proud prochdzejici diodou piekrocil urcitou mez ,doslo by k zahtati ptechodu
nad dovolenou teplotu a ke zniceni diody.

Mala zména zavérného napéti vyvola velkou zménu zdvérného proudu.

Vyznacuje se ostrym zlomem v oblasti prirazu — Uy.



Schottkyho dioda Schematické znacka:
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- vyuziva ke své ¢innosti usmériujici kontakt polovodic¢ — kov. Vyrdbéji se napf.
napafenim tenké vrstvy zlata na povrch epitaxni vrstvy arzenitu galia nebo
platiny na povrch kiemiku. V misté styku kovu s polovodi¢em dochdzi k velmi

I[mAi] , rychlému odsati volnych
4 nosi¢il naboje kovem.
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Jelikoz kov nerad elektrony vydava, ale ochotné je pfijima, polovodi¢ bude
vodivosti N a musi mit vice elektronti nez kov [] kov bude piedstavovat anodu -
kladnou elektrodu. Jelikoz potencialova bariéra se bude vytvaiet pouze na strané
polovodice, bude stacit jen slaba vrstva kovu — pokoveny polovodic. Z toho
plyne také velka rychlost pfechodu.

M3 ale i jednu nevyhodu — v zavérném sméru potece vétsi zbytkovy proud 1.

- Schottkyho diody se pouzivaji ve sméSovacdich a demodulatorech v pasmech
centimetrovych vin.Proti dfive pouzivanym hrotovym diodam maji mensi
Sum,vétsi ucinnost a véEtsi odolnost proti elektrickému 1 mechanickému

namahani



